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NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistoren 2N706A, 2N753
Fir hohe Schaltgeschwindigkeiten

Mechanlsche Daten
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Deer Kallektor ist mit dem Gebduse elekirisch verbunden

Absolute Grenzwerta

Kollektor-Basis-Spannung @av
Emitler-Basis-Spannung 5y
Kollektor-Emittar-Spannung (Bem, 1) 20w
Gaesamtveriustleistung bei Teg = 256 °C (Bem. 2) 1,0W
Gesamtverlustleistung bei Ty = 25 °C (Bem. 3) 03w
Kollektor-Sperrschicht-Temperatur 175 °C
Lagerungs-Temperaturbereich —65*C bis +176°C
Bemerkungen:

1. Dies ist die Spannung, bei der hpr = 1 arrelcht, wenn Rpg = 10 @ ist.
2. Lineare Abnahme bis Tg = 175° C mit 6,67 mW/°C.
3, Lineare Abnahme bis Ty = 175 °*C mit 2,00 mW/*C.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25°C (wenn nicht anders angegeben)

Paramater Prifbedingungean min  typ mazx  Einh.

lepo Kollektor-Basis-Reststrom Upp =15V, Ilg=10 0,5 nA,

leno Kollektor-Basis-Reststrom Uer =15V, Ilg=20 30 wA

Ty = +1580°C

leno Kaollekior-Basis-Reststrom Uogp =25V, Ig=10 10 i

lcer Kaollektor-Emitter- Upg =20V, Rpeg= 100K 10 Y
Rasistrom

leno Emitter-Basis- Reststrom Ugg = &Y, lg=0 10 [T

Uinmycro® Kollektor-Emitter- lg=10mA, Ig=20 15 v
Durchbruchspannung

UinrycEr®* Kollektor-Emitter- lg=10mA, Rpg=102 &0 W
Durchbruchspannung

Cow Ausgangskapazitit Upp=6Y, Ig=0, 35 5 pF

f=1MHz

hre* Gleichstrom- ZNT06A Uce =1V, lg=10m& 20 &0 -
varstarkung 2MT53  Ugg =1V, lg = 10 ma& 40 120 -

Ungisay* Basis-Emitter- lg=10mA, Ip=1mA 0,7 0,9 W
Restspannung

Uenisat)* Kollektor-Emitter- lg=10mA, Im=1mA 0.6 )
Resispannung

hate Kurzschilul- Ugg =10V, Ig=—10mA 2 —
Stromverstdrkung f = 100 MHz

Schaltzeitmessung

=8 Parameter Prifbedingungen max  Einh.

—

s Speicherzeit SNTOEA o= 10mA, Ugg=10V o5 ns
(siche A) 2N753  Rp = 1000 &, lmp = lm = 10 mA 35 ns

tox Einschaltzeit ZNTOG6A |, = 3 mA, Ipg = 1 mA 40 ns
(siehe B) INTRI  Uge =3V, RL=2700Q 40 ns

lary Ausschaltzeit SMNTOEA  PW, = 400 ns, weniger 75 ns
(siehe B) 2N753  als 2% Tastvarhaltnis 15 ns

* ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite < 300 us
Tastverhélinis < 2%
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